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Δίνεται  το  διάγραμμα 
ρόμβων  ενός  transistor 
ενός  ηλεκτρονίου.  α) 
Υπολογίστε  τις 
χωρητικότητες  Cg,  CD 
και  CS.  Δίνεται  ότι  η 
θετική  κλίση  είναι 
Cg/(CS+Cg)  και  η 
αρνητική  Cg/CD.    β) 
Ποιες  είναι οι  τιμές  της 
φραγής  Coulomb  όταν 
Vg=0,5V;  

 

Δίνεται  η  χαρακτηριστική 
ρεύματος‐τάσης  μιας 
διάταξης  ενός 
ηλεκτρονίου.  α)  Από  το 
πλάτος  του  σκαλιού 
υπολογίστε  την 
χωρητικότητα  CΣ.  β)  Από 
την  τάση  της  φραγής 
Coulomb  υπολογίστε  την 
ολική  χωρητικότητα  CTot. 
γ) Δώστε μια εκτίμηση της 
τιμής  της    ολικής 
αντίστασης, δ) Υπολογίστε 
την κβ. χωρητικότητα. 
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Π. Φωτόπουλος 
Καθηγητής Εφαρμογών 
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